








































(i) CdSのTAー モードとLAー モードにおける共鳴プリルアン散乱の実験を行ない，特にLAー モー
ドの場合，共鳴相殺効果が弱いことを明らかにしている O
(ii) ポリタイプ及び立方品ZnSの共鳴ブリルアン散乱の実験を行ない 両者の散乱断面積の分散にほ
とんど差違がないこと 入射波長の 4乗依存性が見いだされることを明らかにしている o


















(i) GaAs， ZnS， CdS単結晶中にCdS中の電界で発生した音響ドメインから音響フォノン束を注入
し，アルゴンイオン・レーザ光の後方散乱を用いて基礎吸収端付近の共鳴ブリルアン散乱断面積を
求めると共に，機械的ストレスを加えてピエソ事複屈折の実a験を行い，光弾性定数を求めた。その結
果，ブリルアン散乱断面積の波長依存性が理論的解析からもとめたものとよく一致することを見出
し，共鳴相殺と共鳴増大の現象を定量的に説明することができた O
(i) ヒ。エゾ複屈折から求めた光弾性定数と共鳴ブリルアン散乱断面積及び理論から計算した光弾性定
数とがよく一致することを見出した。
(i) 以上の実験と解析から，吸収端付近の共鳴プリルアン散乱の性質には散乱断面積の虚数部の寄与
が大きいことを指摘した。
(iv) 層状結晶HgI2でドメイン注入法を用いてはじめて共鳴プリルアン散乱断面積を求め共鳴増強効果
が少ないことを見出した。
以上述べたように，本論文は半導体物性の重要な研究手段である共鳴ブリルアン散乱に関する理論
的実験的新知見を与えており，半導体物性工学上寄与する所が大きい。よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める o
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